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U%elem FeSeni je odstransni moZnosti
elektrického zkratu mezl prfilehlou a
povrchovou polovodidovou vrstvou u polo-
vodidovych gouddstek s vertikdlng &le-
nénou strukturou.

Uvedeného ucelu se dogahne zzﬁsobem. kde
po poslednim fotolitografickem zpracova-
ni kontaktu a smyti fotoresistu se cela
struktura znovu opatri vrstvou fotore-
sistu, pYes masku exponuje a vyvola.
Vrstva fotoresistu zbylad na povrchu zah-
loubeni se vytvrdi a slou?i jako ochranné
pasivadni vrstva piilehlé polovodidové
vrstvy.
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Vyndlez se tyks zpisobu pasivace povrchu zehloubeni verti-
kdln& &lenéné struktury polovedidové scuddstky, kde zahloubené
8dsti plochy struktury zasahuji do p¥ilehlé polovodidové vrstvy
k povrchové polovodilové vrstvé,

U vicevrstvich-polovodiébvjch gouldstek s vertikdlné clenéw
nou strukturou, kde zahloubené Cdsti plochy struktury zasshuji az
do piilehlé polovodilové vretvy k povrchové polovodidové vrstveé,
p¥idemZ obé polovodidové vrstvy jsou opalné elektrické vodivosti,
dasto dochdz{ vlivem mechanického prohnuti systému polovedid -
dilatadni elektroda k elektrickému zkratu mezi prilehlou a poviee
chovou polovodidovou vrstvou, Ke zkratu dochdzi téz vlivem ruzné-
ho znedifténi povrchu p¥ilehlé polovodidové vrstvy, Zkrat pisobi
vétdinou horni dilatadni vlofka polovodilové souldstky, pFiloZend
voln& na okontaktovanou povrchovou polovodicovou vretvu pri zatiZe=
ni celé polovedidové soucdstky mechanickym kolmym tlakem,
Zplisobeny elektricky zkrat je pricéinou degradace elektrickych
parametrd polovodidové socucldstkya

Pro odstranéni téchto elektrickych zkrati se p¥ilehld polovo-
didov4 vrstva obnaZend zahloubenim oddéluje pasivaci od povrchové
polovodidové vratvy, U polovodilovych souddsti stivajiciho prove=
deni se pouzivd pasivace rostlymi nebo nandsSenymi oxidy, nitridy,
pasivaénimi skly apod.
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Nevyhodou t&chte zpisobld pasivace povrchu zahloubeni je
slo¥itd a drahd p¥iprava pasivaini vrstvy. Casto jsou pro
pFipravu nanédené nebo narostlé pasivadni vrstvy potFebnd drahd
technologicks zarizen{, Ddle je nezbytné ndsledné zpracovéni
standartnim fotolitografickjm postupem.

Uvedené nevyhody odstranuje zpisob pasivace povrchu zahlous
beni vertikdln& &lendné struktury polovodicové souldstky, kde
zahloubené &dsti plochy struktury zaeshuji do pFilehlé polovodie
gové vrstvy k povrchové polovodilové vrstvé, piidemZ tyto vrstvy
jsou opadné elektrické vodivosti. Po poslednim fotolitografickém
zpracovéni kontaktu a smyti fotoresistu se celd struktura znovm
opat¥{ vrstvou fotoresistu, kterd se p¥es masku exponuje, vyvold
a vrstva fotoresistu zbyld na povrchu zahloubeni se vytvrddi,

V¥hodou zptisobu pasivace podle vyndlezu je zjednodusSeni &
zkrdceni p¥ipravy pasivaéni vrstvy a idspora technologického za=
¥izeni, ' ‘

Na p¥ipojeném vykresu je zndAzornéna &dst vertikélné élenéné
struktury polovodidové souddstky v Fezu,

P¥iklad provedeni

Na k¥emikové desce o primdru 40 mm je vytvo¥ena tyristorovéd
Sty¥vretvd PNENT struktura, s proleptanym emitorem N* p¥es fotos

resistovou maskujici vrstvu a nanesenym kontaktem rovnéZ zpraco=-
vanym fotolitografickym zpisobem, Po posledni opexci,tj. smyti
fotoresistu, se cely polovodilovy systém znovu opat¥i vretvou foto-

resistu a exponuje p¥es masku vytvoFenou tak, aby vrstva fotore-
sistu zistale na ploSe zahloubeni 3, tvoF¥ené p¥ilehlou.polovodido«

vou vrstvou 2 a hranami povrchové polovodidové vrstvy le

Po vyvoldni a vytvrzeni vzniklé vrstvy 4 nasleduji obvyklé opera~
ce brouSeni fazety, povrchové ochrane a méreni,

Vrstva 4 fotoresistu na p¥ilehlé polovodifové vretvé 2 a hrandch

povrchové polovodidové vrotvy 1 slou¥i jako ochrannd pasivadni
vrotva p¥ilehlé polovodilové vrstvy 2.

Zpusob pasivace povrchu zahloubeni podle vyndlezu je
vhodny pro vSechny vicevretvé vykonové polovodidové soucldstky s
vertikdlné Clenénou strukturoue



P¥edmét vyndleszu
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Zpisob pasivace povrchu zahloubeni vertikdlné Slenéné struktne-
ry polovodidové souldstky, kde zahloubené Edsti plochy struke
tury zasahuji do p¥ilehlé polovodidové vrstvy k povrchové poloe
vodidové vrstvé, pFidemZ tyto vrstvy jsou opadné elektrické
vodivosti, vyznadeny tim s Ze po Pos&dnim fotolito=-
grafickém zpracovdni kontaktu a smyti fotoresistu se celd struke
tura znovu opat®i vrstvou fotoresistu, p¥es masku exponuje,
vyvold a vrstva /4/ fotoresistu zbyl4d na povrchu zahloubeni /3/
se vytvrdi,

1 vykres
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